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１．概要（Summary）

太陽電池の高効率化の手法の一つとして赤外線の有

効活用がある。本研究では太陽電池セルの吸収波長限

界を 1675 nm から 1800 nm へ拡大しより多くの赤外線を

吸収させる事でその高効率化を図る事を目的としている。

太陽電池の光吸収層に InAs 量子ドットを導入することで、

実際にその吸収波長域が 1800 nm まで拡大されている

事をフォトルミネッセンスや外部量子効率により確認でき

ており、今回、その量子ドット層の出来栄えを FIB-SEM
加工する事で TEM 像を撮影する。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】 FIB-SEM
【実験方法】

量子ドットを積層した化合物半導体結晶の

TEM 観察用に断面を FIB-SEM で加工し、

サンプル作製を行った。

３．結果と考察（Results and Discussion）

FIB 加工による InP 基板上の結晶成長層

の断面加工を施すことができた。TEM 観察

結果を Fig. 1 に示す。

Fig. 1 Cross-sectional TEM image of sample 
containing InAs quantum dots.

Fig. 2 Enlarged image of Fig. 1.

設計上では 2 nm と非常に薄い量子ドット層ではあるが

若干不明確ながらも量子ドット（幅 15 nm、高さ 5 nm 程

度）に近い形状を観察する事が出来た。

４．その他・特記事項（Others）

今回観察した結晶サンプルは、情報通信研究機構の

赤羽浩一氏との共同研究により結晶成長作製されたもの

である。
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